
PSI3321 – Eletrônica   Atividades para a Aula 16  

  
 

1) Para se fabricar um resistor na forma de circuito integrado 
precisamos criar um material tipo n fracamente dopado (n-
)e depois um material tipo p fortemente dopado (p+) que 
será o resistor de fato (*podemos fazer o contrário 
também). Suponha uma dopagem com material 
pentavalente de 1015 cm-3 e uma dopagem trivalente de 
1016 cm-3. Qual o valor de n–? Qual o valor de p+? 

 

 

 

 

 

2) Em materiais semicondutores existe uma outra fonte de 
corrente elétrica, mesmo quando não temos uma tensão 
aplicada. Ela surge quando há variações (gradientes) na 
concentração de portadores ao longo do material. Essa 
corrente é conhecida como corrente de difusão. Para a barra 
ao lado, indique o sentido da corrente de difusão de elétrons 
livres e seu valor. Desenhe em proporção no eixo y o perfil 
de distribuição de lacunas. Indique o sentido da corrente de 
difusão de lacunas e seu valor. O que podemos dizer das 
concentrações de elétrons livres e de lacunas em cada ponto 
do eixo x? ND = 1.1016 elétrons/cm3 
 

 

 

 

 

dx = 1μm 
0 x



3) Escreva a expressão literal da corrente total em uma barra semicondutora considerando tanto as parcelas de 
corrente de difusão como de corrente de deriva. Indique claramente cada um dos termos. 

 

 

 

 

 

 

 

4) A figura ao lado é uma barra de silício. Indique os 
passos (resolva literalmente) para se determinar o 
valor da corrente I na figura ao lado. Faça as 
considerações que achar necessárias 

 

 

 

 

 

 

 

5) Para a barra de sílicio ao lado, que não tem 
tensão aplicada sobre ela, pede-se: 

a) Indique o lado p e o lado n, colocando se tem NA ou ND. 

b) Indique o valor final (mais à esquerda) da 
concentração de elétrons no gráfico apresentado 
considerando ND < NA 

c) Esboce o gráfico de NA ao longo do eixo x indicando os 
valores dos extremos. 

d) Há correntes de deriva (IDn, IDp) e de difusão (Idn, Idp) 
nessa estrutura? 

e) Indique o sentido das correntes de elétrons livres e de 
lacunas. 

 

 

 

 


